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Trabajo Préactico N1
Diodo PN

Objetivos del trabajo

= Estudiar la curva I-V de un diodo y predecir su comportamiento a partir de los conceptos y
principios fisicos estudiados en la materia.

» Estudiar mediante simulaciones el comportamiento de un diodo PN.

= Medir la curva I-V de un diodo y contrastarla con lo predicho por los célculos tedricos y
simulaciones.

Enunciado

En este trabajo practico se estudiara el diodo 1N4148 usando su modelo analitico, simulaciones
y mediciones de laboratorio. Primero se realizaran calculos tedricos que permitan predecir su com-
portamiento mediante la ecuacién de corriente del diodo. A continuacién, se realizardn simulaciones
con el programa LTSpice utilizando un modelo provisto por el fabricante. Finalmente, se realizaran
mediciones en el laboratorio y se llevard a cabo una comparacién entre con toda la informacién reca-
bada para extraer conclusiones. Para todo el trabajo, se debe suponer que la temperatura ambiente
es de T'=300K.

Parte I: Calculos tedricos

Suponer que el diodo estd basado en silicio y es PTN. El dopaje del lado donor es Np = 1 x 104 cm ™3
y tiene un drea A = 0,14 cm?. Ademas, se sabe que la capacitancia de difusién es Cp = 4,1 pF cuando
la corriente que circula por el diodo es Ip = 10 mA. Teniendo en cuanta estos datos se pide:

= Determinar el valor de la corriente de saturacién Ij.

= Dibujar el modelo de pequena senal y hallar su valores cuando Vp = 0,4V.

Nota: suponer que el ancho de la zona desierta es despreciable frente al ancho del diodo.

Parte II: Simulacién de la caracteristica I-V

En LTSpice, armar un circuito que contenga una fuente de tensién conectada en serie con un
diodo 1IN4148 como se muestra en la Figura 1 . Luego, realizar una simulaciéon DC' sweep variando
la tension de la fuente en el rango —0,8V < Vg < 0,8 V.
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Figura 1: Circuito para la simulacién de la curva de transferencia.
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Parte III: Medicion

En el laboratorio, armar el banco de medicion de la Figura 2. Para ello serd necesario contar con
los equipos y componentes que se listan a continuacién:

= 1 fuente de tension de DC.

= 1 protoboard o placa de prototipado.

= 1 diodo 1N4148.

= ] resistencia limitadora Rr = 120 (2.

» 1 potenciémetro multivuelta (Rp) de 100 k2.

= 2 multimetros, para medir simultaneamente la corriente y tensién.

Figura 2: Banco para la medicién de la curva de transferencia.

Con la fuente de tensién configurada en 5V se pide:

= Previo a la medicién, estimar la maxima corriente que se podra medir con este banco de
medicién. Luego, comparar el valor anterior con la méxima corriente que se logré medir.

= Relevar la curva I-V del diodo variando el valor de la resistencia Rp y midiendo la tension y
corriente usando los multimetros. Elegir la cantidad de mediciones para tener una adecuada
resolucion de la curva.

= Determinar que factor de idealidad n se necesita en el modelo analitico para lograr un mejor
ajuste con las mediciones. Utilizar el valor de Iy obtenido en la Parte I.

Requisitos del informe

= Seguir las pautas del modelo de informe.

» Todo resultado presentado en el informe debe estar analizado. Las comparaciones
deben ser realizadas cuantitativamente.

= Explicar todas las suposiciones realizadas y justificarlas.

= Se deben incluir como minimo las siguientes figuras:
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1. Dos graficos (uno en escala lineal y uno en escala semilogaritmica) que contengan la curva
I-V tedrica, simulada y medida. Para la curva tedrica, utilizar la Iy obtenida en la Parte
I y el factor de idealidad n ajustado en la Parte III. ;Se observan diferencias entre todas
las curvas? Cuantifiquelas. ;Cudl podria ser la causa? (ver clase Diodo Real).

2. Un esquematico completo del banco de medicién usado.



